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@ Anordnung zur Sacklocharzaugung in einam laminiartan Auffbau 

@ Anordnung zur Erzeugung von Sacklochern (5) fur Durch- 
kontaktierungen in einem mehrschiot^tigen Aufbau, und zwar 
insbasondere Metall-Kunststoff-Metall mit einem Excinner- 
Laser. AJs Maske dient die strukturierte Deckschicht (1) und 
die untere Schicht (3) zur Beendigung des Prozesses. Die 
obere und untere Schicht (1, 3) sind resistent gegenuber La- 
serstrahten. 
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5 Anordnung zur Sacklocherzeugung in einem laminierten 
Auf bau. 



Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erzeugung von 
Durchkontaktierungslochern in einem mehrschichtigen Auf- 
10 bau^ zum Beispiel flehrlagen-Leiterplatten , insbesondere 
fflit einer Schichtfolge Metall-Kunststof f -Metall . 

Bei mehrlagigen Leiterplatten werden die einzelnen Ver- 
drahtungsebenen mittels sogenannter Durchkontaktierungen 

15 direkt leitend miteinander verbunden. Die Miniaturisie- 

rung der Leiterplatten wird unter anderem durch den Platz- 
bedarf dieser Durchkontaktierungen begrenzt. Der Platzbe- 
darf ist durch die Flache, die fur die Durchkontaktierung 
in der Verdrahtungsebene freigehalten werden muQ, sowie 

20 durch die Lange der Durchkontaktierung festgelegt. In 

ihrer Lange erstreckt sich die Durchkontaktierung entwe- 
der durch die gesamte Dicke der Leiterplatte Oder durch 
die gesamte Dicke vorgef ertigter Einzelkerne innerhalb 
der Leiterplatte. 

25 

Es ist bekannt^ die Durchkontaktierungen mechanisch zu 
bohren. Bei diesem Verfahren ist der Fl achenbedarf der 
Durchkontaktierung wesentlich vora Bohrdurchmesser mitbe- 
stimmt- Beim mechanischen Bohren ist es nicht moglich, 

30 Sacklbcher zu erzeugen, we.lche sicher auf einer in der 
Leiterplatte liegenden Heta 1 1 schicht enden- Der • minimale 
Bohrdurchmesser wird vom Bohrwerkzeug begrenzt. Bei zu- 
nehmender Plinia turisierung gewinnen deshalb andere Ver- 
fahren zur Herstellung von Durchkontaktierungsbf f nungen 

35 an Bedeutung . 
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Es ist ferner auch bekannt, einen fokussierten C02-Laser 
zur Herstellung von Durchkontaktierungs Ibchern im Einzel- 
schuBverfahren einzusetzen (DE-PS 27 02 844). Die untere 
Schicht dient bei diesem Verfahren zur Herstellung einer 
vielschichtigen gedruckten Schaltung zur Beendigung des 
Prozesses . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die eingangs 
genannte Anordnung so zu konzipieren, dafl sie auch zur 
Erzeugung von Sacklochern geeignet ist und ferner der zu- 
nehmenden Miniaturisierung der Leiterplatten gerecht 
wird. AuQerdem soil diese Anordnung nach der Erfindung 
auch bei ungunstigeni Aspektverhal tnis ( Durchmesser klein 
gegenuber Lochtiefe) einsetzbar sein. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelbst, daO zur Erzeugung von 
Sacklochern in einem Substrat, die bis zu der unteren 
Schicht reichen, ein Excimer-Laser Verwendung findet, daB 
als naske die obere, oit dem Produkt fest verbundene 
strukturierte Deckschicht dient, wahrend die untere 
Schicht den ProzeB beendet, und daB die obere und untere 
Schicht resistent gegenuber den verwendeten Laserstrahlen 
sind . 

Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspriichen . 

Der Anordnung liegt ein von R. Srinivasan (Laser Focus 
19, 5, 62, 1983) entdeckter und als "ablative photodecom- 
position" bezeichneter photochemischer ProzeB zurunde. 
Die Photonenenergie reicht bei Wellenlangen unter 200 nm 
aus, uber elektronische Anregung Bindungen in organischen 
Molekulen auf zubrechen. Wahrend unterhalb einer kriti- 
schen Intensitatsschwelle die Bindungen nach dem Ende des 
Laserpulses wieder hergestellt werden konnen und somit 
ein sehr langsatner Abtrag stattfindet, erhalten oberhalb 
dieser Schwelle die Molekulf ragmente soviel UberschuBener 
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gie in Rotations-, Vibrations- und Translationsf reiheits- 
grade, dafl sie das Material verlassen. In dieseo Fall ist 
naterialabtrag uber die Absorptionstief e zu erwarten. Da 
ein erheblicher Teil der UberschuOenergie in den Holekul- 
5 fragmenten aitgenommen wird, findet keine nennenswerte 
Erwarmung des Materials statt. 

Bei der erf indungsgemaBen Anordnung zur Erzeugung von 
Sacklochern in Kunststof f schichten dient zum Beispiel ein 

10 Kupfer/Kunststoff /Kupfer-Sandwich als Ausgangsoaterial . 
An den Stellen, die spater Durchkontaktierungen darstel- 
len, wird die obere Kupf erschicht nach herkbmmlicher Fo- 
to-Atz-Technik abgetragen. Die verbleibende Kupf erschicht 
dient als Maske. An den freigeatzten Stellen, die der La- 

15 serstrahlung ausgesetzt sind , wird pro Laserpuls eine be- 
stimmte Kunststof fschicht abgetragen. Fur die zuverlassi- 
ge Erzeugung einer Tief enbohrung sind also mehrere Laser- 
pulse notwendig. Bei der technischen Ausfuhrung wird die 
gesamte Platte - im Gegensatz zu den bekannten Einzel- 

20 schuOverfahren - mit dem Laserstrahl (Flache ca . 0,5 cm x 
1 cm) abgerastert, wobei" mit einem Versatz von Spur zu 
Spur gearbeitet wird. Bei geeigneter Wahl von Vorschubge- 
schwindigkeit des Substrates und Repetitionsrate des La- 
sers erhalt jeder Punkt des Substrates eine bestimmte 

25 Anzahl Laserpulse, wobei sich etwaige Inhomogenitaten des 
Laserstrahls weitgehend ausmitteln.. 

Die verwendete Wellenlange betragt zum Beispiel 248 nm 
(KrF), die Energiedichte ca . 750 mJ/cm^. Der Materialab- 
30 trag stoppt an der unteren Kupf erschicht , so daB sich die 
gewunschten Sacklbcher mit hoher Zuver lassigkeit ergeben. 

Die Anordnung nach der Erfindung ist nicht auf zylindri- 
sche Durchkontaktierungen beschrankt. Es lassen sich viel- 
35 mehr damit beliebige Strukturen erzeugen. Durch Variation 
des Einf allwinkels der Laserstrahlung ergibt sich sogar 
die nbglichkeit zur Erzeugung schrager Lochwande. 



Die Erfindung wird anhand einer Figur erlautert. Hit 1 
ist eine strukturierte Oberflache, zun Beispiel aus 
Kupfec/ bezeichnet. Ferner ist mit 2 eine Kunststoff- 
schicht und mit 3 eine untere Schicht, die zum Beispiel 
5 ebenfalls aus Kupfer besteht, gekennzeichnet . Diese 
Schichten sind zusammenlaminiert . Die senkrecht zur 
OberflSche angedeutete Strahlung U stamnt von einem 
Excimer-Laser . Nach der Bestrahlung ist ein Sackloch 5 
entstanden, das durch die untere Kupf erschicht nach unten 
10 begrenzt wird* 



15 



20 



4 Patentanspruche 
1 Figur 
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Patentansprilche 



1. Anordnung zur Erzeugung von Durchkontaktierungslochern 
in einem mehrschichtigen Aufbau, ruo Beiapiel Behrlagen- 
5 Leiterplatten, insbesondere mit einer Schichtfolge tle- 
tall-Kunststoff-Wetall, dadurch gekenn- 
zeichnet , daO zur Erzeugung von Sacklochern (5) 
in einem Substrat, die bis zu der unteren Schicht (3) 
reichen, ein Excimer-Laser Verwendung findet, dafl als 
10 naske die obere, ait dem Produkt fest verbundene struk- 
turierte Deckschicht (1) dient, wahrend die untere 
Schicht (3) den ProzeO beendet und dafl die obere und 
untere Schicht resistent gegeniiber Laserstrahlen sind. 

15 2. Anordnung nach Anspruch ^, dadurch 9e- 
.kennzeichnet, daO bei der Verwendung von 
Kupfer als Deck- (1) und untere Schicht (3) der Excimer- 
Laser mit einer WellenlSnge von 248 nm und einer Energie- 
dichte von ca. 750 mJ/cm^ betrieben wird. 



3. Anordnung nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet , dafi zur Erzeugung schra- 
ger Lochwande der Einf allswinkel der Laserstrahlung zur 
Flachennormalen geneigt ist. 



k, Anordnung nach den Anspriichen 1 bis 3/ dadurch 
gekennzeichnet , dafl durch eine geeignete 
Relativbewegung des Substrates gegenUber dem Laserstrahl 
die gesamte Substratf lache gleichmSflig ausgeleuchtet 
30 wird. 
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